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(57) Abstract: The invention relates to a method wherein a resist layer (12) is applied to a base layer (24). The resist layer (12) is 
made of an adhesive material, the adhesive force thereof either reducing or increasing during radiation. Removal of residue of the 
resist layer (12) is made easier due to said method. 

(57) Zusammenfassung: Erlautert wird unter anderem ein Verfahren, bei dem auf eine Grundschicht (24) eine Resistschicht (12) 
aufgebracht wird. Die Resistschicht (12) besteht aus einem klebenden Material, dessen Klebekraft sich bei der Bestrahlung verringert 
Oder erhoht. Insbesondere das Losen von Resten der Resistschicht (12) wird durch dieses Verfahren erleichtert. 
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Beschreibung 

Verfahren zum Aufbringen einer Resistschicht , Verwendungen 
von Klebematerialien sowie Klebematerialien und Resistschicht, 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren, bei dem auf eine Grund- 
schicht eine Resistschicht aufgebracht, selektiv bestrahlt 
und entwickelt wird. 

10 Beispielsweise wird ein solches Verfahren im Rahmen eines 

Lithograf ieverf ahrens zum Strukturieren der Grundschicht nach 
dem Entwickeln der Resistschicht oder im Rahmen eines galva- 
nischen Verf ahrens eingesetzt, bei dem beispielsweise auf 
Anschlussinseln in der Grundschicht Kontaktf lachen abgeschie- 

15 den werden. Bisher wird als Resistschicht ein Fotolack einge- 
setzt, der im flussigen Zustand auf die Grundschicht aufge- 
schleudert wird. Nach dem Verdunsten oder Ausheizen eines im 
Fotolack enthaltenen Losungsmittels hartet der Lack aus und 
wird dann belichtet. Beim Auf schleudern entstehen Schwankun- 

20 gen in der Dicke der entstehenden Fotolackschicht . Aulierdem 
ist das Entfernen von Resten der Fotolackschicht nach dem 
Entwickeln aufwendig. Beispielsweise muss ein Losungsmittel 
eingesetzt werden, dessen Entsorgung kostenintensiv ist. Die 
auf geschleuderten Resistschichten sind meist diinner als 30 ^im 

25 (Mikrometer) . Sollen dickere Resistschichten erzeugt werden, 
so muss das Auf schleudern nach dem AushSrten einer zuvor 
aufgebrachten Resistschicht entsprechend oft wiederholt wer- 
den. 

3 0 Es ist Aufgabe der Erfindung, ein einf aches Verfahren zum 
Aufbringen einer Resistschicht anzugeben. Aufierdem sollen 
Verwendungen von Klebematerialien sowie Klebematerialien und 
eine Resistschicht angegeben werden, die insbesondere in 
einem solchen Verfahren eingesetzt werden. 

35 
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Die auf das Verfahren bezogene Aufgabe wird durch die im 
Patentanspruch 1 angegebenen Verf ahrensschritte gelost. Wei- 
terbildungen sind in den Unteranspriichen angegeben. 

Beim erf indungsgemalien Verfahren wird die Resistschicht im 
festen Zustand auf die Grundschicht aufgebracht^ insbesondere 
auf geklebt - Dies bietet eine Reihe von Vorteilen/ insbesonde- 
re lasst sich die Resistschicht auf einer ebenen Unterlage 
mit sehr gleichmafiiger Schichtdicke bspw. in einer kontinu- 
ierlichen Fertigung herstellen. 

Die Resistschicht lasst sich an der Grundschicht befestigen, 
wenn unmittelbar vor dem Aufbringen der Resistschicht ein 
Klebematerial auf die Grundschicht und/oder auf die Re- 
sistschicht aufgebracht wird, bspw. aufgespruht oder aufge- 
strichen. Alternativ wird jedoch in einer f ertigungstechnisch 
bzgl . von Kleberesten sauberen Variante eine Resistschicht 
verwendet, die schon lange vor dem Aufbringen auf die Grund- 
schicht klebt bzw. mit einer Klebeschicht beschichtet ist . 

Als bestrahlungsempf indliche Materialien in der Resistschicht 
sind viele der bisher in Resistschichten eingesetzten Materi- 
alien geeignet, z.B. im Falle von Positivresist Diazonaphto- 
.chinon bzw. Naphtochinondiazid und im Falle von Negat ivresist 
partiell cyclisiertes Polyisopropen . Die Resistschicht ent- 
halt aufierdem einen geeigneten Filmbildner, z.B, Phenolharz- 
verbindungen. Zusatze in der Resistschicht sind u.a. Stabili- 
satoren und/oder Inhibitoren. 

Durch das erf indungsgemafie Verfahren ISsst sich bei der Pro- 
duktion der Resistfolie eingesetztes flussige Resistmaterial 
vollstandig verwerten. Beim herkommlichen Auf schleudern wer- 
den nur 10 Prozent der Resist flussigkeit verwendet. Eine 
Verwendung der Ubrigen 90 Prozent ist auf Grund von Oxidati- 
onsvorg^rjgen nicht moglich. 
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Eine Weiterbildung geht von der Oberlegung aus, dass die 
Auswahl des Resistschichtmaterials und auch das Belichten der 
Resistschicht schon unter Berucksichtigung des spateren Lose- 
vorgangs vorgenommen werden sollten, Aufterdem geht die Erfin- 
5 dung davon aus, dass es Klebstoffe gibt, die ihre Klebekraft 
bei Einwirkung einer Bestrahlung verandern. Beispielsweise 
werden durch die Bestrahlung aus Monomeren oder auch aus 
Oligomeren Polymere oder auch Copolymere erzeugt, wobei die 
dabei auftretende Vernetzung zu einer Herabsetzung der Klebe- 

10 kraft fuhrt. Andererseits lassen sich durch eine Bestrahlung 
jedoch auch Polymere bzw. Copolymere in Monomere oder Oligo- 
mere aufspalten, wobei die Klebekraft erhoht wird. Eine ande- 
re Klasse von Klebstoffen enthait den Klebestoff zersetzende 
Stoffe, die durch eine Bestrahlung aktiviert oder deaktiviert 

15 werden kSnnen. Unterschiedlich stark vernetzte Bereiche der 

Resistschicht bzw. der Klebstof f schicht werden durch Losungs- 
mittel unterschiedlich schnell gelost, so dass eine Entwick- 
lung der Resistschicht auf einfache Art und Weise moglich 
ist . 

20 

Somit lasst sich einerseits beispielsweise fur ein sogenann- 
tes Positivresist eine Resistschicht einset^en, die anfangs 
eine geringere Klebekraft hat. Beim Belichten werden Polymere 
aufgespaltet, wodurch die Klebekraft in dem belichteten Be- 
25 reich zwar steigt, diese Bereiche jedoch durch ein Losungs- 
mittel leichter entfernt werden konnen als die unbelichteten 
Bereiche . 

Andererseits lasst sich bei einem Negativresist ein Material 
30 mit einer ursprunglich hohen Klebekraft einsetzen. Die be- 
lichteten Bereiche werden beim Belichten beispielsweise ver- 
netzt, so dass die Klebekraft in diesen Bereichen herabge- 
setzt wird. Beim Entwickeln werden jedoch nur die unbelichte- 
ten Bereiche entfernt, d.h. die noch nicht vernetzten Berei- 
35 che. 
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Deshalb wird bei einer Weiterbildung des erf indungsgemafien 
Verfahrens bzw. bei einem zweiten Aspekt der Erfindung eine 
Resistschicht aus einem Klebstoff verwendet, dessen Klebe- 
kraft sich bei der Bestrahlung verringert oder erhoht. Durch 
5 diese Mafinahme entsteht ein einfaches Verfahren, bei dem auf 
der Grundschicht nach dem Entwickeln verbleibende Bereiche 
auf einfache Art und Weise entfernt werden konnen. Aufgrund 
der ursprunglich geringen Klebekraft bzw. der beim Bestrahlen 
verringerten Klebekraft lassen sich diese Bereiche beispiels- 
10 weise durch Verwenden eines Abziehklebebandes auf einfache 
Art entfernen, insbesondere ohne den Einsatz zusatzlicher 
Losungsmittel oder mit einer verringerten Losungsmittelmenge . 

Bei einer insbesondere Negativresists betreffenden Weiterbil- 
15 dung des erf indungsgemafien Verfahrens verringert sich die 
Klebekraft bei einer Bestrahlung urn mehr als 3 0 % oder urn 
mehr als 5 0 % oder um mehr als 9 0 % bezogen auf die Ur- 
sprungsklebekraf t an der Grundschicht. Herstellungsangaben 
beziehen sich bspw. auf die Klebekraft an Siliziumwaf ern oder 
20 an Polyimidwafern. Die ursprUngliche Klebekraft an Silizium 
ist bspw. grofier als 1 N/20 mm oder sogar groBer als 10 N/20 
mm. Nach der Belichtung sinkt die Klebekraft bspw. auf 0,16 
N/20mm, Insbesondere sind auch Stoffe, bei denen sich die 
'Klebekraft um mehr als 90 % verringert, auf einfache Art und 
25 Weise herstellbar. 

Bei einer alternativen Weiterbildung erhoht sich die Klebe- 
kraft um mehr als 50 % oder um mehr als 100 %. Auch solche 
Stoffe sind auf einfache Art und Weise herstellbar und insbe- 
30 sondere fur Positivresists geeignet. 

Bei einer nachsten Weiterbildung wird die Resistschicht mit 
einer elektromagnetischen Strahlung, vorzugsweise mit einer 
ultravioletten Strahlung oder einer Rontgenstrahlung be- 
35 strahlt bzw. belichtet. Jedoch lassen sich alternativ auch 

Teilchenstrahlen einsetzen, beispielsweise Elektronenstrahlen 
Oder lonenstrahlen- Die Strahlung dient dazu, die Klebekraft 
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zu verSndern, indem bestirmute chemische Veranderungen durch 
die Strahlung hervorgeruf en warden, beispielsweise eine Poly- 
merisation Oder eine Aufspaltung von Polymeren, 

5 Bei einer nachsten Weiterbildung haben nach dem Entwickeln 

auf der zu strukturierenden Schicht verbleibende Bereiche der 
Resistschicht eine verringerte Klebekraft im Vergleich zur 
unbestrahlten Resistschicht, Die verringerte Klebekraft er- 
leichtert das spatere Entfernen der verbliebenen Bereiche. 
10 Falls es sich urn einen zusammenhangenden Bereich handelt^ 

lasst sich die verbliebene Resistschicht beispielsweise mit 
einer Pinzette auf einfache Art abziehen. 

Bei einer anderen Weiterbildung werden die verbliebenen Be- 
15 reiche mit einer Klebefiache abgezogen, deren Klebekraft 

grofler als die verringerte Klebekraft der Resistschicht ist, 
vorzugsweise mit einem Klebeband oder einem Klebeblatt. Ein 
Klebeband oder ein Klebeblatt ermoglicht es, den Abziehwinkel 
in weiten Bereichen frei zu wahlen und gegebenenf alls auch 
20 wahrend des Abziehens zu verandern. 

Bei einer anderen Weiterbildung werden die verbliebenen Be- 
reiche mit einem Losungsmittel entfernt. Die Entfernung mit 
■einem Losungsmittel ist einfacher als bisher, well die Klebe- 
25 kraft der verbliebenen Bereiche stark verringert ist, insbe- 
sondere im Vergleich zu Fotolacken, die an der Grundschicht 
ausgehartet sind. 

Bei einer nachsten Weiterbildung des erf indungsgemal^en Ver- 
30 fahrens wird als Entwickler ein organisches Losungsmittel 

verwendet, insbesondere N-Methylpyrolidon oder Dimethylsul- 
fooxid. Die Struktur f ormel fur Dimethylsulf ooxid lautet : 

H3C-SO-CH3 

Die genannten Entwickler werden bei der Entwicklung von Foto- 
35 lack aucKi^ bisher verwendet und sind kostengunstig verfugbar. 
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Bei einer nSchsten Weiterbildung wird die Resistschicht mit 
Hilfe einer KlebeflSche aufgebracht, deren Klebekraft kleiner 
als die Klebekraft der unbestrahlten Schicht an der Grund- 
schicht ist. Bei einer Ausgestaltung wird ein Klebeband oder 
5 ein Klebeblatt verwendet . Ein solches Aufbringen der Re- 
sistschicht kann ohne das Entstehen von Kleberesten an den 
zum Aufbringen benutzten Maschinen oder Werkzeugen durchge- 
fuhrt werden. Alternativ lasst sich die Resistschicht bei- 
spielsweise auch mit einem siebdruckahnlichen Verfahren auf 
10 die Grundschicht aufbringen. 

Bei einer nachsten Weiterbildung wird ein Resist mit einer 
Antiref lexionsschicht verwendet. Durch das Verwenden einer 
Antiref lexionsschicht lassen sich die minimalen Strukturbrei- 

15 ten bei der Strukturierung der Resistschicht und damit bei- 
spielsweise auch bei der Strukturierung der Grundschicht 
verringern. Zwar wird das erf indungsgemaJie Verfahren auch zumi 
Erzeugen von Strukturen mit minimalen Abmessungen grofier als 
5 Oder 10 |J.m eingesetzt. Jedoch lasst sich das Verfahren auch 

20 einsetzen, wenn die minimale Strukturbreite im Bereich von 1 
|Lim Oder darunter liegt. 

Bei einer nachsten Weiterbildung hat die Resistschicht eine 
•Dicke grolier als 30 |am, grofier als 50 fim oder sogar grofier 

25 als 100 |am. Eine so dicke Resistschicht lasst sich in einem 
Aufbringvorgang aufbringen. Beim Verwenden von Fotolack sind 
mehrere Auf bringvorgange erf orderlich, d.h. abwechselnd Auf- 
schleudern, Ausharten, Aufschleudern usw. Das Verfahren zum 
Aufbringen der Resistschicht wird also durch die Weiterbil- 

30 dung wesentlich vereinf acht . 

Bei einer anderen Weiterbildung wird die Grundschicht gemafi 
den nach dem Entwickeln verbleibenden Bereichen der Re- 
sistschicht strukturiert^ vorzugsweise in einem Trockenatz- 
35 prozess oder in einem nass-chemischen Atzprozess. Alternativ 
wird zwischen den verbleibenden Bereichen der Resistschicht 
auf der Grundschicht Material aufgebracht, vorzugsweise durch 
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Klebeblatt auf die Grundschicht auf geklebt . Erst danach wird 
die andere AuBenschicht entfernt. Anschliefiend wird das er- 
f indungsgemalie Verfahren oder eine seiner Weiterbildungen 
durchgef tihrt . 

5 

Bei einer Weiterbildung wird die weitere Au/ienschicht durch 
eine AuUenschicht eines anderen Abschnitts derselben Auften- 
schicht eines zusammengerollten Klebebandes oder durch eine 
Aulienseite eines anderen Klebeblattes eines Klebeblattstapels 
10 aus mindestens zwei Klebeblattern gebildet. Dadurch lassen 

sich die AuBenschichten mehrfach nutzen, namlich zum Bedecken 
von jeweils zwei Klebeschichten bzw. von jeweils zwei Ab- 
schnitten einer Klebeschicht . 

15 AuBerdem betrifft die Erfindung ein Klebeband oder ein Klebe- 
blatt, das eine Klebeschicht enthalt, deren Klebekraft sich 
bei einer Bestrahlung andert. Das Klebeband oder Klebeblatt 
enthalt mindestens eine Antiref lexionsschicht , die eine Re- 
flexion der Strahlung verhindert oder verringert . Durch das 

20 Verwenden einer Antiref lexionsschicht lassen sich die minima- 
len Strukturbreiten beim Strukturieren der Klebeschicht ver- 
ringern . 

'Bei einer Weiterbildung wird die Antiref lexionsschicht in der 
25 Mitte der Klebeschicht oder am Rand der Klebeschicht angeord- 
net . Die Ant iref lexionsschicht hat beispielsweise eine andere 
Brechzahl als die restliche Klebeschicht. Alternativ oder 
zusatzlich ist der Absorptionskoef f izient fur die Strahlung 
in der Antiref lexionsschicht groBer als in der Klebeschicht. 

30 

Die genannten Klebematerialien werden insbesondere in dem 
erf indungsgemafien Verfahren oder einer seiner Weiterbildungen 
eingesetzt . 

35 Im Folgeiiden werden Ausf uhrungsbeispiele der Erfindung an 
Hand der beiliegenden Zeichnungen erlautert. Darin zeigen: 
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Figur 1 
Figuren 



ein Klebeband, 



5 



2A und 2B 

die Strukturierung einer Resistschicht auf einer 
integrierten Schaltungsanordnung und eine galvani- 
sche Abscheidung, und 



Figuren 



3 A und 3B 

die Strukturierung einer Resistschicht auf einer 
integrierten Schaltungsanordnung und die nachfol- 
gende Strukturierung einer Schicht . 



10 

Figur 1 zeigt ein Klebeband 10, das eine Klebeschicht 12 und 
eine Aulienschicht 14 enthalt. Die Klebeschicht 12 enthalt 
eirien Stoff, dessen Klebekraft durch Bestrahlung mit ultravi- 
olettem Licht verringert wird. Bei der Herstellung des Klebe- 

15 bandes 10 betragt die Klebekraft der Klebeschicht 12 auf 

einem Siliziumwaf er beispielsweise 2,0 N/20 mm. Die Dicke der 
Klebeschicht 12 betragt Ausf iihrungsbeispiel 50 |J.m. Ein Bei- 
spiel fur die Zusammenset zung der Klebeschicht 12 wir weiter 
unten naher erlautert. Die Aulienschicht 14 besteht beispiels- 

20 weise aus PET bzw. PETP (Polyethylenterephthalat) , d,h. aus 
Polyethylen, oder aus einem anderen geeigneten Kunststoff . 
Die AuBenschicht 14 ISsst sich leicht von der Klebeschicht 12 
abziehen. 

25 Das Klebeband 10 wird auf einer Rolle aufgerollt, so dass die 
AuBenschicht 14 die Klebeschicht 12 von beiden Seiten ein- 
schliefit . 

Bei einem anderen Ausf iihrungsbeispiel enthalt das Klebeband 
30 10 zusatzlich zur Klebeschicht 12 und zur Aulienschicht 14 

noch eine Antiref lexionsschicht 16, die die gleiche Zusammen- 
setzung wie die Klebeschicht 12 hat- Zusatzlich enthalt die 
Antiref lexionsschicht 16 jedoch noch Teilchen, welche die 
Absorption von ultravioletter Strahlung in der Antireflexi- 
35 onsschicht 16 erhohen. 
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Figur 2A zeigt eine integrierte Schaltungsanordnung 20, die 
nicht dargestellte integrierte Bauelemente , z.B, Transisto- 
ren, enthalt. Aufierdeiu enthSlt die integrierte Schaltungsan- 
ordnung 20 eine Oxidschicht 22, z.B. eine Siliziumdioxid- 
5 schicht. In der Oxidschicht 22 befindet sich eine Metallisie- 
rungslage 24, die eine Vielzahl von Kupf erleitbahnen enthalt, 
von denen in Figur 2A zwei Kupf erleitbahnen 2 6 und 2 8 darge- 
stellt sind. Barriereschichten sind zur ubersichtlicheren 
Darstellung in Figur 2A nicht eingezeichnet . 

10 

Nach der Durchfuhrung eines CMP-Verf ahrens (chemisches mecha- 
nisches Polieren) und eines Reinigungsverf ahrens wurde das 
Klebeband 10 auf die integrierte Schaltungsanordnung 10 auf- 
geklebt. Anschlieliend wurde die AuBenschicht 14 abgezogen, 
15 beispielsweise manuell mit Hilfe einer Pinzette oder mit 
Hilfe eines Abziehklebebandes und einer Abziehmaschine - 

Danach wird eine selektive Belichtung unter Verwendung einer 
Fotomaske durchgef uhrt . Pfeile 30 symbolisieren das auftref- 

20 fende ultraviolette Licht . Durch die Belichtung entstehen in 
der Klebeschicht 12 belichtete Bereiche 32 bis 36, die ober- 
halb der Zwischenraume zwischen den Kupf erleitbahnen 2 6 und 
28 liegen. Die belichteten Bereiche 32 bis 36 begrenzen unbe- 
lichtete Bereiche 38, 40, die oberhalb der Kupf erleitbahn 26 

25 bzw. 28 liegen. In den belichteten Bereichen 32 bis 36 bilden 
sich durch die Belichtung stark vernetzte Polymere, welche 
die Klebekraft der Klebeschicht 12 in den belichteten Berei- 
chen 32 bis 36 herabsetzen. In den unbelichteten Bereichen 3 8 
und 4 0 liegen dagegen nur vergleichsweise schwach vernetzte 

30 bzw. kurze Polymere vor, so dass die Klebekraft unverandert 
hoch bleibt. 

Wie in Figur 2B dargestellt, wird anschlieliend ein Entwick- 
lungsvorgang mit Hilfe eines Losungsmittels ausgefuhrt, wel- 
35 ches die^^eniger vernetzten Bereiche, d,h, die unbelichteten 
Bereiche 38 und 40 starker lost als die belichteten Bereiche 
32 bis 36. Beim Entwickeln werden deshalb die unbelichteten 
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Bereiche 3 6 und 40 der Klebeschicht 12 entfernt, so dass an 
ihrer Stelle Aussparungen 50 und 52 entstehen, deren Boden 
bis zur Kupf erleitbahn 26 bzw. 28 reicht. 

Anschlieliend werden mit Hilfe eines galvanischen Verfahrens 
in der Aussparung 5 0 und in der Aussparung 52 Kupf erkontakte 
54 bzw. 56 abgeschieden . Es wird ein galvanisches Verfahren 
mit Aufienstrom oder ein aulienstromloses galvanisches Verfah- 
ren verwendet . 

Bei einem anderen Ausf iihrungsbeispiel wird ein Klebemittel 12 
eingesetzt, das als Posit ivresist arbeitet . In diesem Fall 
hat das Klebemittel 12 ursprunglich eine geringe Klebekraft. 
Beim Belichten werden die Bereiche 38 und 40 belichtet. In 
diesem Bereichen werden Polymere durch die Belichtung aufge- 
spaltet. Gleichzeitig erhoht sich in diesen Bereichen die 
Klebekraft. Beim Entwickeln werden wiederum die Bereiche 3 8 
und 40 entfernt und auch das weitere Verfahren ist so, wie 
oben an Hand der Figur 2B erlautert. 

Bei beiden an Hand der Figuren 2A und 2B erlauterten Verfah- 
ren wird nach dem Galvanisieren ein Abziehklebeband verwen- 
det, das auf die Klebeschicht 12 aufgebracht wird und an- 
schlieliend abgezogen wird. Beim Abziehen bleiben die verblie- 
benen Bereiche 32 bis 36 am Abziehklebeband hSngen und werden 
von der integrierten Schaltungsanordnung 20 entfernt. 

Wie in Figur 3A dargestellt, lasst sich das Klebeband 10 auch 
zum Strukturieren einer Schicht verwenden. Eine integrierte 
Schaltungsanordnung 100 enthalt eine Oxidschicht 102, z.B. 
eine Siliziumdioxidschicht oder eine BPSG-Schicht (Bor Phos- 
phor Silikat Glas) . Auf der Siliziumdioxidschicht 102 bef in- 
det sich eine zu strukturierende Metallschicht 104, die im 
Ausf Iihrungsbeispiel aus Aluminium oder einer Aluminiumlegie- 
rung mit ^eringen Zusatzen von unter 5 Gew.-% besteht . 
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Auf die Aluminiumschicht 104 wird das Klebeband 10 geklebt , 
Anschliefiend wird die AuBenschicht 14 abgezogen, so dass nur 
noch die Klebeschicht 12 bzw. die Klebeschicht und die Anti- 
ref lexionsschicht 16 auf der Metallschicht 104 verbleibt. 
Danach wird die Klebeschicht 12 mit Hilfe einer Fotomaske 
selektiv belichtet, siehe Pfeile 130. Dabei entstehen belich- 
tete Bereiche 132 bis 136, die unbelichtete Bereiche 138 und 
140 begrenzen. Die Belichtung fuhrt in den belichteten Berei- 
chen 132 bis 136 zu einer starkeren Vernetzung und zu einer 
Senkung der Klebekraft der Klebeschicht 12 an der Metall- 
schicht 104 . 

Wie in Figur 3B dargestellt, wird die Klebeschicht 12 an- 
schlieliend mit Hilfe eines Losungsmittels entwickelt. Dabei 
entstehen zwischen den belichteten Bereichen 132 bis 13 6 
Aussparungen 150 und 152, die an den Stellen liegen, an denen 
sich ursprunglich die unbelichteten Bereiche 138 bzw, 140 
befanden. Die belichteten Bereiche 132 bis 136 bleiben beim 
Entwickeln unverSndert- 

Wie in Figur 3C dargestellt, wird anschliefiend mit Hilfe 
eines anisotropen Atzprozesses die Metallschicht 104 gemSJi 
der in der Klebeschicht 12 vorhandenen Struktur strukturiert . 
Dabei werden die Aussparungen 150 und 152 durch die Metall- 
schicht 104 hindurch erweitert . Am Ende des Atzprozesses 
liegt der Boden der Aussparung 150 auf der Oxidschicht 102. 
Der Boden der Aussparung 152 liegt ebenfalls auf dem Boden 
der Oxidschicht 102. Aus der durchgehenden Metallschicht 104 
sind beim Strukturieren Metallleitbahnen 160 bis 164 entstan- 
den . 

Nach dem Atzprozess werden die verbliebenen Reste 132 bis 136 
der Klebeschicht 12 mit Hilfe eines Abziehklebebandes , so wie 
oben an Hand der Figur 28 erlautert, entfernt. 

Bei einem anderen Ausf tihrungsbeispiel wird fiir das an Hand 
der Figuren 3A bis 3C erlauterte Verfahren ebenfalls eine 
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Klebeschicht 12 eingesetzt, die als Positivresist wirkt . Auf 
die Ausftihrungen zu den Figuren 2A und 2B in Zusaramenhang mit 
einem Positivresist wird verwiesen. 

Die Klebeschicht 12 enthalt bei einem Ausf iihrungsbeispiel 
eine Verbindung mit kleinem molekularen Gewicht, die mindes- 
tens zwei f otopolymerisierbare Kohlenstof f -Kohlenstof f - 
Doppelbindungen je Molekul enthalt. Aulierdem enthalt die 
Klebeschicht 12 einen Fotopolymerisationsinitiator • 

Die f otopolymerisierbare Verbindung hat ein zahlendurch- 
schnittliches Molekulargewicht von etwa 10000 oder weniger, 
vorzugsweise von 5000 oder weniger. Die Anzahl der fotopoly- 
merisierbaren Kohlenstoff-Kohlenstoff -Doppelbindungen j e 
Molektil sollte 2 bis 6 betragen, insbesondere 3 bis 6. Beson- 
ders bevorzugte Beispiele fur diese f otopolymerisierbaren 
Verbindungen sind Trimethylolpropantriacrylat , Pentae- 
rythrittriacrylat , Pentaerythrittetraacrylat , Dipentae- 
rythritmonohydroxypentaacrylat und Dipentaerythrithexaacry- 
lat. Zu anderen f otopolymerisierbaren Verbindungen, die ver- 
wendet werden konnen, gehoren, 1, 4 -Butandioldiacrylat , 1/6- 
Hexandioldiacrylat, Polyethylenglycoldiacrylat und handelsub- 
liches Oligoestheracrylat . 

Diese f otopolymerisierbaren Verbindungen k5nnen allein oder 
gemischt verwendet werden. Die Menge, in der die f otopolyme- 
risierbare Verbindung verwendet wird, liegt im Bereich von 1 
bis 100 Gewichtsteilen auf 100 Gewichtsteile des Basispoly- 
mers . Wenn die Menge, in der die f otopolymerisierbare Verbin- 
dung verwendet wird, zu gering ist, wird die dreidimensionale 
Netzwerkstruktur bei Bestrahlen der druckempf indlichen Klebe- 
schicht 12 mit Licht nur unzureichend gebildet und die Abnah- 
me der Adhasionskraf t der dunnen Klebeschicht 12 an der in- 
tegrierten Schaltungsanordnung 20 ist zu gering. Wenn ande- 
rerseits fihre Menge zu groB ist, nimmt die Plastizitat der 
result ierenden druckempf indlichen Klebstof f schicht deutlich 
zu und die urspriingliche Klebekraft steigt abermaI3ig. 
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Beispiele fur f otopolymerisierbare Initiatoren sind: Isopro- 
pylbenzoinather , Isobutylbenzoinather , Benzophenon, Michler ' s 
Keton, Chlorothioxanthon, Dodecylthioxanthon, Dimethyl thio- 
5 xanthon, Diethylthioxanthon, Acetophenondiethylketal , Benzyl- 
dimethylketal , a-Hydroxyzyklohexylphenylketon und 2- 
Hydroxymethylphenylpropan . Diese Verbindungen konnen allein 
Oder in Form von Mischungen verwendet werden. 

10 Konkret wurde eine Zusammensetzung aus 100 Teilen Butylacry- 
lat, 5 Teilen Acrylnitril und 5 Teilen Acrylsaure fur eine 
Copolymerisation in Toluol 2ur Herstellung eines Acrylcopoly- 
mers mit einem zahlendurchschnittlichen Molekulargewicht von 
300000 verwendet - 

15 

Zu 100 Teilen des Ac ryl copolymers wurden zugegeben: 5 Telle 
einer Polyisocyanatverbindung (Handelsname "Coronate L" , 
hergestellt von der Firma Nippon Polyurethane Co.Ltd.), 15 
Telle Dipentaerythritmonohydroxypentaacrylat und 1 Tell a- 

2 0 Hydroxyzyklohexylphenylketon. Diese Telle wurden miteinander 

gemischt zur Herstellung der Klebeschicht 12, 

Die Zusammensetzung wurde in Form einer Schicht auf die Ober- 
flache der AuBenschicht 14 in einer- Dicke Dl von 50 ^xm aufge- 
25 bracht und dann mehrere Minuten lang, z.B. 3 Minuten lang, 
bei 130 °C getrocknet . 

Bei einem anderen Ausf uhrungsbeispiel wird ein Acrylcopolymer 
mit einem zahlendurchschnittlichen Molekulargewicht von 30 0 0 
30 Oder von 30000 hergestellt, dem dann die oben genannten Telle 
zugesetzt werden. 

An Stelle der erlauterten Zusammenset zungen fur die Klebe- 
schicht 12 lassen sich auch andere bekannte Zusammenset zungen 

3 5 verwenden. 
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Durch die oben angegebenen Verfahren wird insbesondere eine 
gleichmaiiigen Dicke der Resistschicht erzielt. Toleranzen der 
Dicke kleiner als +/- 3 Prozent kSnnen auf einfache Art und 
Weise eingehalten werden. 

5 

Bei bestimmten Waferbearbeitungsvorgangen muss bspw. der 
Scheibenrand unbelackt sein, urn das problemlose Transportie- 
ren und Einlegen der Wafer in Maschinen oder einen Stroman- 
schluss in einem galvanischen Verfahren zu gewahrleisten . Das 
10 Entfernen des Randes mit einem nur am Rand auf gesprtihten 

Losungsmittel wurde auf Grund von unvermeidlichem LSsungsmit- 
teleintrag auch in das nicht zu entfernende Resist zu einer 
Resistdickenerhohung am Scheibenrand urn bis zu 15 Prozent 
f uhren. 

15 

Schritte zum zusatzlichen Entfernen eines umlaufenden Randbe- 
reiches werden vermieden, wenn die bandfOrmige oder BlattfSr- 
mige Resistschicht auf eine Gr51ie vorgestanzt (precut) ist, 
die um mindestens 2 mm oder urn mindestens 5 mm kleiner als 

20 der Waf erdurchmesser ist. In diesem Fall ist ein Zentrier- 
schritt erforderlich. Ein solcher Zentrierschritt ist auch 
erforderlich, wenn Folien mit dem Umriss des Wafers einge- 
setzt werden. Ist auf der vorgestanzten bzw. vorgeformten 
'Folie ein Waferflat berucksichtigt , so ist beim Aufbringen 

25 der Resistfolie auch auf die richtige Lage des Flatbereiches 
zu achten , 

Jedoch werden auch ungestanzte Bander bzw. Blatter einge- 
setzt, wobei mit einer Schneide nach dem Aufbringen der Fo- 
30 lie, z.B. von einer Rolle, entlang des Waferrandes ein pas- 
sendes Resiststuck ausgeschnitten wird. Zentriervorgange 
entf alien in diesem Fall. 



35 



Tape-Laminierprozesse sind auRerdem erheblich schneller und 
billigeif' als Belackungsprozesse . Die Belichtung ISsst sich 
mit bisher verwendeten Mask-Aligner-Systemen ausf uhren. 
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Mit den Antireflexionseigenschaften der Folien kOnnen auch 
Metallleitbahnen aber Topografien ohne Einschntirungen struk- 
turiert werden. 

5 Eine strahlungsempf indliche Komponente, z.B. eine UV-licht- 
empf indliche Komponente (ultraviolett ) , im Resist und/oder im 
Klebstoff ermoglicht das restfreie Entfernen von der Schei- 
benoberf lache, insbesondere ohne Einrisse. 

10 Hartet das Resist beim Bestrahlen waiter aus, so wird es 

bestandiger gegen Plasmaangrif f e . Durch das Verwenden tempe- 
raturstabiler Komponenten im Resist lasst sich die Plasma- 
leistung beim Strukturieren einer unter dem Resist liegenden 
Schicht weiter erhShen. 
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Patentanspriache 

1. Verfahren zum Aufbringen einer Resistschicht (12), 
bei dem auf eine Grundschicht (24, 104) eine Resistschicht 
5 (12) aufgebracht, selektiv bestrahlt und entwickelt wird, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Re- 
sistschicht im fasten Zustand auf die Grundschicht (24, 104) 
aufgebracht oder aufgeklebt wird. 

10 2, Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 

zeichnet, dass die Resistschicht vor dem Aufbringen auf 
die Grundschicht (24, 104) mit einem Schutzmaterial (14, 16) 
bedeckt wird, 

15 und/oder dass das Schutzmaterial (14, 16) ein Ausharten eines 
an der Resistschicht (12) angeordneten Klebstoffes oder eines 
in der Resistschicht enthaltenen Klebstoffes verhindert, 

und/oder dass das Schutzmaterial (14, 16) vor dem Aufbringen 
20 entfernt wird, vorzugsweise weniger als 10 Minuten vor dem 
Aufbringen, 

und/oder dass als Grundschicht (24, 104) eine auf einem Halb- 
•leitersubstrat angeordnete Schicht oder ein Halbleitersub- 

25 strat verwendet wird, 

und/oder dass die Resistschicht (12) mit elektromagnetischer 
Strahlung, vorzugsweise mit ultravioletter Strahlung oder 
Rontgenstrahlung, oder mit einer Teilchenstrahlung bestrahlt 
wird, vorzugsweise mit einer Elektronen- oder einer lonen- 

3 0 strahlung. 

3. Verfahren zum Strukturieren einer Resistschicht (12), 
insbesondere nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet , dass eine Resistschicht (12) verwendet 
35 wird, dife einen Klebstoff enthalt oder aus einem Klebstoff 
besteht, dessen Klebekraft sich bei der Bestrahlung verrin- 
gert oder erh5ht- 
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und/oder dass sich die Klebekraft urn mehr als 3 0 % oder um 
mehr als 50 % oder um mehr als 90 % verringert oder dass sich 
die Klebekraft um mehr als 50 % oder um mehr als 100 % er- 
5 hoht, vorzugsweise bezuglich der Klebekraft an der Grundfla- 
che Oder einem Siliziumsubstrat oder an einem Polyimid- 
substrat . 

4 . Verf ahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
10 zeichnet, dass nach dem Entwickeln auf der Grundschicht 
(24) verbleibende Bereiche (32 bis 36) der Resistschicht (12) 
eine verringerte Klebekraft im Vergleich zur unbestrahlten 
Resistschicht haben. 

15 5. Verf ahren nach einem der vorhergehenden AnsprUche, da- 
durch gekennzeichnet, dass nach dem Entwickeln 
auf der Grundschicht (24) verbleibende Bereiche (32 bis 36) 
der Resistschicht (12) mit einer KlebeflSche abgezogen wer- 
den, deren Klebekraft an den verbleibenden Bereichen (32 bis 

20 36) grolier als die Klebekraft der verbleibenden Bereiche 

bezuglich der Grundschicht (24, 104) ist, vorzugsweise mit 
einem Klebeband oder einem Klebeblatt. 

•6. Verf ahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, d a - 
25 durch gekennzeichnet, dass nach dem Entwickeln 
auf der Grundschicht (24, 104) verbleibende Bereiche (3 2 bis 
36) der Resistschicht (12) mit einem Losungsmittel entfernt 
werden. 

30 7. Verf ahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass als Entwickler ein 
organisches Losungsmittel verwendet wird, insbesondere 
N^Methylpyrolidon oder Dimethyl sul fooxid . 

35 8- Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Resistschicht 
(12) mit Hilfe einer Hilfsfl^che (14) aufgebracht wird, die 
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mit kleinerer Klebekraft an der Resistschicht (12) klebt als 
die Klebekraft der unbestrahlten Resistschicht an der Grund- 
schicht (24) ist, vorzugsweise mit Hilfe eines Hilfsbandes 
(14) Oder eines Hilf sblattes . 

5 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, d a - 
durch gekennzeichnet, dass in oder an der Re- 
sistschicht (12) bereits vor dem Aufbringen der Resistschicht 
(12) auf die Grundschicht eine Antiref lexionsschicht (16) 

10 vorgesehen wird, die eine Reflexion der Strahlung an der 
Resistschicht (12) verhindert oder verringert . 

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, da - 
durch gekennzeichnet, dass eine Resistschicht 

15 (12) mit einer Dicke (Dl) gr5i5er als 30 fim oder grolier als 50 
[im Oder grofler als 100 ^im in einem Auf bringvorgang aufge- 
bracht wird. 

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche^ d a - 
20 durch gekennzeichnet, dass die Grundschicht 

(104) gemSft den nach dem Entwickeln verbleibenden Bereichen 
(132 bis 136) der Resistschicht (12) strukturiert wird, vor- 
zugsweise in einem Trockenat zverf ahren oder in einem nass- 
chemischen Atzverf ahren, 
25 Oder dass auf nach dem Entwickeln zwischen verbleibenden 
Bereichen (32 bis 36) der Resistschicht (12) angeordnete 
freiliegende Bereiche der Grundschicht (24) Material aufge- 
bracht wird, vorzugsweise durch galvanische, chemische oder 
chemisch-physikalische- oder physikalische Aufbringung, 

30 

Oder dass die Grundschicht (104) gemali den nach dem Entwi- 
ckeln verbleibenden Bereichen (132 bis 136) der Resistschicht 
(12) selektiv dotiert wird. 

35 12. Verwendung eines Klebemittels (12), dessen Klebekraft 

sich bei einer Bestrahlung verringert oder erhoht oder Ver- 
wendung eines Klebebandes (10) oder eines Klebeblattes mit 
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einem solchen Klebemittel zum selektiven Strukturieren einer 
Schicht (104) Oder zum selektiven Materialauf bringen auf eine 
Schicht (24) Oder zum sonstigen selektiven Bearbeiten einer 
Schicht, insbesondere in einem Verfahren nach einem der vor- 
5 hergehenden Ansprtiche. 

13. Verwendung eines Klebebandes oder Klebeblattes zum Ent- 
fernen von Resten einer Resistschicht (12), insbesondere 
einer Resistschicht (12) , die mit einem Verfahren nach einem 

10 der AnsprOche 1 bis 11 strukturiert worden ist. 

14. Klebeband (10) oder Klebeblatt, 

mit einer . Klebeschicht (12), deren Klebekraft sich bei einer 
Bestrahlung verringert oder erhoht, 
15 und mit einer auf einer Seite der Klebeschicht (12) angeord- 
neten Aulienschicht (14), die mit einer Adhasionskraf t kleiner 
als 2 N/20 mm oder kleiner als 1 N/20 mm oder kleiner als 
0,25 N/20 mm an der Klebeschicht (12) klebt, 

wobei auf der anderen Seite der Klebeschicht (12) eine weite- 
20 re Aulienschicht angeordnet ist^ die mit einer Adhasionskraf t 
kleiner als 2 N/20 mm oder kleiner als 1 N/20 mm oder kleiner 
als 0,25 N/20 mm an der Klebeschicht (12) klebt . 

15. Klebeband (10) oder Klebeblatt nach Anspruch 14, d a - 
25 durch gekennzeichnet, dass die weitere Aulien- 

schicht durch eine Aufienschicht (12) eines anderen Abschnitts 
eines zusammengerollten Klebebandes (10) oder durch eine 
Aufienschicht eines anderen Klebeblattes eines Klebeblattsta- 
pels gebildet wird, der mindestens zwei Klebeblatter enthalt, 

30 

und/oder dass das Material der Klebeschicht (12) far eine 
selektive Belichtung und Entwicklung zur Herstellung einer 
integrierten Schaltungsanordnung geeignet ist. 

35 16. Klebeband (10) oder Klebeblatt, insbesondere nach An- 
spruch 14 Oder 15, 
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mit einer Klebeschicht (12) , deren Klebekraft sich bei einer 
Bestrahlung verringert oder erhoht, 

wobei das Klebeband (10) oder das Klebeblatt mindestens eine 
Antiref lexionsschicht (16) enthalt, die eine Reflexion der 
5 Strahlung verhindert oder verringert. 

17. Klebeband (10) oder Klebeblatt nach Anspruch 16, d a - 
durch gekennzeichnet, dass die Antiref lexions- 
schicht (16) in der Klebeschicht (12) oder an der Klebe- 
schicht (12) angeordnet wird, 

und/oder wobei die Antiref lexionsschicht (12) eine andere 
Brechzahl als die Klebeschicht (12) hat, wobei die Brechzahl 
der Antiref lexionsschicht (16) vorzugsweise gleich dem geo- 
metrischen Mittel aus den Brechzahlen von bei der Strukturie- 
rung angrenzenden Schichten ist und/oder wobei die Dicke der 
Antiref lexionsschicht (16) vorzugsweise gleich n X/4 ist, 
wobei X die Wellenlange der Strahlung und n die Brechzahl der 
Antiref lexionsschicht (16) sind, 

und/oder wobei die Antiref lexionsschicht (16) eine hohere 
Absorption fur die Strahlung als die Klebeschicht (12) hat. 

18. Resistschicht , insbesondere in einem Verfahren nach einem 
der Anspruche 1 bis 11 verwendete Resistschicht , 
.wobei die Resistschicht (12) ein festen Material enthalt oder 

25 aus einem festen Material besteht, 

und wobei das Material der Resistschicht (12) ftir eine selek- 
tive Belichtung und Entwicklung zur Herstellung einer integ- 
rierten Schaltungsanordnung geeignet ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Re- 

30 sistschicht (12) frei bewegbar auf einem Trager angeordnet 
ist Oder mit einem Tragermaterial oder einem Schut zmaterial 
(14, 16) verklebt ist, das von der Resistschicht (12) ohne 
Zerstorung oder Beschadigung der Resistschicht gel5st werden 
kann . 

35 

19. Resistschicht (12) nach Anspruch 18, dadurch ge- 
kennzeichnet , dass das Schut zmaterial (14, 16) ein 



15 
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Band oder ein Blatt ist, dass an der Resistschicht (12) mit 
einer Adhasionskraf t kleiner als 2 N/20 mm oder kleiner als 1 
N/20 mm oder kleiner als 0,25 N/20 mm klebt. 
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